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１．概要（Summary） 

グラフェンは、バリスティク伝導性、高電流密度耐

性、高熱伝導率などの優れた物性を有し、次世代低抵

抗微細幅配線材料として応用が期待されている。本研

究では、グラフェンの配線応用可能性検討のため、微

細幅多層グラフェン配線の形成を試み、電気特性を評

価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 125kV 電子ビーム描画装置 

 多目的ドライエッチング装置 

 化合物ドライエッチング装置 

【実験方法】 

金属触媒上に成長させた多層グラフェンを SiO2/Si

基板上に転写し、2-10µm 幅配線形状に加工後、金属

蒸着およびリフトオフによりグラフェン上に金属電

極を形成した。そして、125kV 電子ビーム描画装置

を用いて、ネガ型レジストである HSQ（Hydrogen 

silsesquioxane）パターンを、電極間を架橋させるよ

うにグラフェン上に形成した。パターンの設計線幅は

10-500nm とした。その後、多目的または化合物ドラ

イエッチング装置を用いて、ハードマスク形成領域以

外のグラフェンエッチングを行った。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Figure 1(a)にHSQマスクパターン形成後のグラフェン

配線の光学顕微鏡像を示す。HSQは、8µm幅に加工さ

れたグラフェン配線上に形成されており、特に電圧検

出端子間（図中赤線箇所）は微細線幅パターンが形成

されている。Figure 1(b)に酸素プラズマによるグラフェ

ンエッチング後の光学顕微鏡像を示す。HSQ マスクパタ

ーン形成領域以外のグラフェンエッチングが良好に行わ

れており、微細幅グラフェン配線を形成することがで

きた。別途行った断面 TEM（Transmission Electron 

Microscope）観察により、26nm 幅グラフェン配線の形成

を確認した。電気特性評価の結果、26nm幅グラフェン

配線のオーミック導通特性を確認した。今後、線幅

20nm 以下のグラフェン配線の電気特性を明らかにし

ていく。 
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Fig. 1 Optical microscope images of multilayer 

graphene interconnect (a) after HSQ patterning by 

electron beam lithography and (b) after graphene 

etching.  
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